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KẾT LUẬN 
 

 Đề tài “CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TỔ 
HỢP TỪ GIẢO - ÁP ĐIỆN DẠNG TẤM CÓ CẤU TRÚC NANÔ” đã được 
triển khai nghiên cứu và hoàn thành. Các kết quả chính thu được gồm: 

1. Đã chế tạo thành công các băng từ mềm (Fe0.8Co0.2)0.78Si0.12B0.1 bằng phương 
pháp nguội nhanh. Các nghiên cứu về cấu trúc và các tính chất từ, từ giảo đã 
được tiến hành cho thấy băng từ chế tạo được có cấu trúc vô định hình với 
tính chất từ và từ giảo siêu mềm.  

2. Đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp ME dạng tấm bằng phương pháp kết 
dính tấm áp điện PZT giữa hai lớp băng từ FeCoBSi. Sự phụ thuộc của hiệu 
ứng từ-điện đã được khảo sát một cách đầy đủ phụ thuộc vào độ lớn và định 
hướng của từ trường so với véc tơ phân cực điện.  

3. Với công nghệ chế tạo đơn giản, giá thành thấp, chúng tôi đã chế tạo thành 
công vật liệu multiferroic dạng tấm sử dụng băng từ mềm nanô tinh thể 
(Fe80Co20)78Si12B10 có hiệu ứng từ-điện khổng lồ với hệ số từ-điện cao trong 
từ trường rất thấp. Tính chất tuyệt vời này có được là nhờ tính chất từ và từ 
giảo siêu mềm của các băng từ nanô tinh thể dựa trên hợp kim FeCo. Sử 
dụng vật liệu nghiên cứu với cấu hình tối ưu được lựa chọn, chúng tôi đã chế 
tạo thử nghiệm thành công sensơ đo từ trường độ nhạy cao cho phép sensơ 
có khả năng phát hiện được từ trường với độ phân giải micrô tesla. Đặc biệt 
là sensơ chế tạo được không chỉ phát hiện được độ lớn của cả từ trường một 
chiều và xoay chiều mà còn cả định hướng của chúng. Với các ưu thế này, 
sensơ dựa trên hiệu ứng từ-điện hứa hẹn khả năng ứng dụng rất mạnh mẽ 
trong nhiều lĩnh vực như các đầu đọc thông tin trong ghi từ mật độ cao, đầu 
đo từ trường dùng trong quân sự, y-sinh học, … 
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